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一一一一、、、、概述概述概述概述：：：： 

LY8213 是一款基于混合信号CMOS 技术的无极性霍尔开关，这款IC采用了先进的斩

波稳定技术，因而能够提供准确而稳定的磁开关点。 

在电路设计上，LY8213提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理

电路提供时钟源，同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较大的电路周期性

地进入“休眠”模式；同样通过这个机制，芯片被周期性地“唤醒”并且根据预定好的磁场

强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。如果磁通密度高于“操作点”阈值或者低

于“释放点”阈值，则开漏输出晶体管被驱动并锁存成与之相对应的状态。而在“休眠”周

期中，输出晶体管被锁定在其先前的状态下。在使用电池供电的应用中，这种设计对于延长

电池工作寿命提供了最好支持。 

LY8213的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强度的南极或北极磁场时被锁定在

开状态，而在无磁场时锁定在关状态。 

 

二二二二、、、、特性特性特性特性：：：： 

·工作电压范围宽 2.2~6V 

·极低功耗，电流典型值 2.2uA 

·磁开关点的高灵敏度高稳定性 

·抗机械应力强，抗干扰能力强 

·数字输出信号 

·无磁极性的开关，只与磁场强度有关 

                    

三三三三、、、、管脚及描述管脚及描述管脚及描述管脚及描述：：：： 

 

 定单命名规则： 
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引脚号 符号 引脚描述 

1 VS 电源电压 

2 Q 输出(开漏) 

3 GND 地线 
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四四四四、、、、功能框图功能框图功能框图功能框图：：：： 

 

 
 

五五五五、、、、性能参数性能参数性能参数性能参数 

 

1．极限标称值： 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

电源电压 VS    - 0.3    6.5 V 

供应电流 IS - 1 2.5 mA 

输出电压 VQ - 0.3 6.5 V 

输出电流 IQ - 1 2 mA 

      结点温度 Tj -40 150 ℃ 

储存温度 TS -40 150 ℃ 

       磁场强度 B --- 无限制 mT 

热电阻 Rth JA --- 35 K/W 

 

2．ESD 保护： 

参数 符号 最小值 最大值 单位 注释 

ESD 电压 VESD     --- 

 

±4 

 
kV 

R=1.5KΩ， 

C=100PF， 

T=25℃ 

 

 



                                                                                                   
 
 

                                                                                                    
 

3 

3．推荐工作范围： 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压 VS     2.2 2.7 5.5 V 

输出电压 VQ - 0.3 2.7 5.5 V 

外界温度 TA -40 25 85 ℃ 

 

4．AC/DC 特性 TA=25℃  VS=2.7V 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 注释 

平均供应电流 ISAVG    1 2.2 10 uA  

操作时间内平均电流 ISOPAVG 0.5 2 2.5 mA  

操作时间内峰值电流 ISOPT - - 4.0 mA  

关状态时供应电流 ISSTB 1 1.5 10 uA     

输出饱和电压 VQSAT - 0.15 0.4 V IQ=0.1mA 

输出漏电流 IQLEAK - 0.01 1 uA  

输出上升延时时间 tr - 
0.5 1 us RL=27 KΩ 

CL=10PF 

输出下降延时时间 tf - 
0.1 1 us RL=27 KΩ 

CL=10PF 

工作时间 top 15 110 150 us  

   关状态工作时间 tstb 60 140 240 ms  

      占空比 top / tstb - 0.063 - ﹪  

芯片启动时间 tstu - 6 12 us  

 

5．磁场特性： 

    TA=25℃  VS=2.7V 

参数 最小值 典型值 最大值 单位 

BOPS      2 3.5 5 mT 

BOPN -5 -3.5 -2 mT 

BRPS 1.2 2.7 4.2 mT 

BRPN -4.2 -2.6 -1.2 mT 

BHYS 0.2 0.8 1.6 mT 
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6．特性曲线： 

       VS=2.7V 时， B ~ TA曲线                 TA=25℃时， B ~ VS曲线 

      

 

       VS=2.7V 时，ISOPAVG ~ TA曲线          TA=25℃时，ISOPAVG ~VS曲线 
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VS=2.7V 时，ISAVG ~ TA曲线              TA=25℃时，ISAVG ~VS曲线 

           

 

    TA=25℃时，tstb ~VS 曲线              VS=2.7V 时，tstb ~ TA曲线   
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六六六六、、、、封装结构尺寸图示封装结构尺寸图示封装结构尺寸图示封装结构尺寸图示 

SOT-23 封装 

 

 

 


